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α一(ET)213において、一軸圧下での構造解析[lJをきっかけに、ヰにおいて上下のバンドが 1点

で交わるゼロギャップ状態が発見され[2J、質量ゼロのディラック粒子として、また高圧下の異常

な輸送現象を説明するものとして注目を集めている [3J。ここでは強結合近似バンドの立場からゼ

ロギャップが出現する条件と、ゼロギャップをもっ他の物質の可能性について検討する。

簡単のために(TMTSF)2Xのように単位格子中に 2分子のある場合(図 1)のゼロギャップ条件は、

まず上下バンドが接する「第lJ条件として rta1+ ta2 > tp1+ tp2についてらlーらくら1-tp2Jが得ら
れる。この場合も通常は電子とホールのポケットが出るが、フェルミ面が実際に 1点となる「第

2J条件は ta1- ta2>2九となる。実際に 2分子/セルのうち8・(ET)2h、s'-(ET)2AuChといった代

表的なほとんどの物質は第 1条件を満たさずギャップを持つが、。"・(ET)2AuBr2、 0

・(DOET)2Au(CN)2といった物質は例外的に第 l条件を満たす。 4分子/セノレの場合は解析的に解け

ないので、強結合近似のバンド計算プログラム[4Jによってゼロギャップを調べたところ、 α

-(ET)2hの他α・(ET)2KHg(SCN)4系の物質すべて、 s"・(ET)2Pd(CN)4H20、λ・(BETS)2FeC4といった

物質が第1条件を満たし、第 1条件を満たさないのは例外的にs"・(ET)2Pd(CN)4のみで、あった。 4

分子/セルの場合、第2条件は2分子/セルの場合よりも厳しくなるが、 α・(ET)2hについて図 2の

ようなノンストライプ電荷整列を仮定すると上下バンドが分裂して第 2条件も満足したゼロギャ

ップ状態が出現する。図 2は分子 3，4のカラムだけに電荷の偏りを起こしたもので、最近X線[5J

や NMR[6Jからも示唆されている。 α相の「金属相jでは、元々の 2倍周期のため、。相の 3倍

周期の代わりに[7J、このようなノンストライプ電荷整列が起こるものと考えられる。
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図1 (1乱1TSF)2Xにおけるトランスファー 図2 α相におけるノンストライプ電荷整列
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